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Resumo 

Desenvolver uma tecnologia que permita integrar dispositivos optoeletrônicos de maneira simples e economicamente viável sobre substratos de silício é de grande interesse. Em função do Si ser um pobre emissor de luz, há um intenso estudo em busca de materiais compatíveis com sua tecnologia e com bom desempenho óptico. Atualmente a integração de elementos do grupo IV, como Ge, a camadas de SiO2 através da implantação iônica tem tido bons resultados. Neste trabalho investigamos as propriedades de fotoluminescência e estruturais de amostras obtidas por implantação a quente de Ge em matrizes de SiO2, bem como as propriedades eletro-ópticas de dispositivos MOS produzidos a partir destas amostras. Para análise das amostras utilizamos técnicas de retroespalhamento Rutherford, de microscopia eletrônica de transmissão e medidas de fotoluminescência (PL) e de eletroluminescência (EL). A partir das medidas de PL podemos dizer que as amostras implantadas com o substrato mantido a 350 °C e recozidos a 900 °C por 1 h teve um rendimento três vezes maior. Para as medidas de EL foi adicionado uma camada de SiON sobre o óxido, para melhorar a estabilidade elétrica, e como contato superior usou-se um filme de ITO e alumínio para o contato inferior. Como resultados obtivemos que os MOSLEDs produzidos a partir de amostras implantadas a 350 °C tiveram uma durabilidade elétrica três vezes maior que os dispositivos obtidos a partir da implantação convencional. Cabe mencionar que as medidas de EL foram realizadas no Helmholtz Institute (HZD) em Dresden na Alemanha.
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